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The layout for CMOS FETs features a single gate contact and a 
common drain contact for both transistors. The layout is applicable for 
a variety of semiconductors materials and may be configured either 
vertically or laterally. The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe buffer layer 
covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and Si (26) layers. P-type 
(27,28) and n-type (29,30) regions are formed by implantation and 
extend to the i-Si layer (24) and the i-SiGe layer (25) respectively to 
enable the formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36) , separate n and p-type source 
contacts (27,28) and a single gate (39,40) contact, the latter being 
arranged to overlap the implanted p and n-type regions to assist 
channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width and substrate area required for 

CMOS FETs. 
5C/5 
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Beschrcibung 

Die Erfmdung betrifft cine integrierte Hslbleiteran- 
ordnung und cin Verfahren zu deren Herstellung nach 
dem Oberbegrif f der PatentansprQche 1 . 8 und 1 0. 5 

Die Erfmdung findet Anwendung bei der Herstellung 
von sogenannten CMOD-SchaJtungen. Diese Schartun- 
gen enthalten jnindestens eine SerienscbaJtung a us zwei 
kompiementaren MOD (mod uUtionso^berten)>Feidef- ' 
fekttransistorerr (MOD-FE TX z. B. eine Serienschaltung 10 
aus einem n-Kanal-MODFET und einem p-Kanal- 
MODFET. MODFET besitzen hone LadungstrSgerbe- 
weglichkeiten. so daO CMOD-Schaltungen hohe Schalt- 
geschwindigkeiten crrcichcn. Eine deranige Schal- 
tungsanordnung ist aus der DE-OS 37 31 000 bekannt is 
bei der auf einem St-Sabstrat zwei MODFET nebenein- 
ander angeordnet sind und die gleiche Kanal-Halblei- 
terschichteniolgen besitzen. Derardg angeordnete 
CMOD-Schaltungen erfordem tange elektrische Zulen 
tungen und es entstehen relativ groOe Bahnwiderstande. jo 

Der Erfmdung liegt deshalb die Aufgsbe zugrunde, 
eine gattungsgemlfie HaJbieiteranordnung und ein Ver- 
fahren zu deren Herstellung anzugebca bei der konv 
pakte, kurze elekrrische Zuleitungen hcrsteilbar sind 

Diese Aufgabe wird gelost durch die im kennzeich- 29 
nenden Teil der PatentansprOcbe 1. 8 und 10 angegebe- 
nen Merkmale. Vorteilhaf te AusgestaJtungen uod/oder 
Weiterbtldungen sind den UoteransprQchen entnehrn- 
bar. 

Die erfindungsgemaOe CMOD-Anordnung hat den so 
Vorteil, dafi die kompiementaren MODFET Ober einen 
gemeinsamen Gate-K ontak t ansteuerbar sind. Deswei- 
teren ist such die MODFET- Anordnung so gewihlt daO 
lediglich ein Drainkontakt benocigt wird. Dadurch sind 
kompakte und kurze elektrische Zuleitungen fur die js 
CMOD-Anordnung herstellbar. 

Bei den vertikal angeordneie n ko mpiementaren 
MODFET werden bekannte MODFET-Sinikturen lOr 
die Einzelbauelemente verwendet Der Aufbao der Ein- 
zelbauelemente kaan jedoch tm Hinblick auf die Ce- 46 
samtanordnung optimiert werden. 

Die Erfmdung wird im folgenden anhand von Ausf Qii- 
run gsbeispielen unier Bezugnahme auf schematische 
Zeichnungen nlher eriauiert 

In Fig. 1 ist die IContaktierung der erfindungsgemi- «s 
Gen CMOD-Anordnung schema tisch dargestellL 

Die Fig. 2 und 3 zetgen betspielhafte Halbteiter- 
schichtenfolgen fOr vertikal angeordnete kornpiementar 
MODFET. 

In den Fig. 4 und 5 sind die Verfahrensschritte zur so 
Herstellung von vertikalen und lateraJen CMOD-An- 
ordnungen angegeben. 

Urn eine IContaktierung gemlO Fig. 1 von kompie- 
mentaren MODFET zu ermog lichen, ist ea beisptelswei- 
se voneiihaft einen n-MODFET Qber einen p- MODFET 53 
anzuordnen. FOr die Herstellung einer deraniges An- 
ordnung wird beispielsweise auf einem p~-Si-Substrat 1 
eine Halbleiterschichtenfolge aus 

- einer undotierten SiosGeoj-Schicht 2 mit einer 60 
Schichtdicke von 10 bis 50 nm, 

- einer p " p * p " -Si-Schkhtenfolge 3, 4. 3 mit einer 
Gesamtdicke von etwa 50 nm, 

- einer p+-douerteo Atzstoppschicht 13 aus Si 
oder SiGe mit einer Schichtdicke von ctws 20 nm as 

- einer undotierten Puff erschicht 6 aus SiojsGetus 
mit einer Schichtdicke von etwa 300 nm, 

- einer undotierten Si-Schicht 7 mit einer Schicht- 
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dicke von 10 bis 50 nm 

- einer n~n *n~-Sit-,Ge s -Schichtenfolge 8, 9. 10 
mil einer Gcsamtschichtdicke von etwa 30 nm und 
einem Ge- Anteil von x - 0,5. 

- eine n~-dotienen Si-Schicht 11 mit einer 
Schichtdicke von etwa 20 nm. und 

- einer n+ dotierten Kontaktschicht 12 aus Si mit 
einer Schichtdicke von etwa iOnm aufgebracht 
(Fig.2). 

Die aktiven Eauelementschichten fOr den p- MOD- 
FET sind die Schichten 2 bis 5 und fur den n-MODFET 
die Schichten 6 bis II. Die Ladungstrlger werden bei 
einem derartigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 
derten Si-Schicht 4 bzw. SiGe-Schichi 9 in die p-Kanal- 
schicht des p-MODFET. die SioaGeoj- Schicht 2. bzw. in 
die n-Kanalschicht des n-MODFET. die Si-Schicht 7. 
transponiert. An der Grenzschicht zwischen der 
SiasGeaa-Schtcht 2 und der p^-Si- Schicht 3 wird ein 
zweidimensionales Lochergas (2D HO) erzeugt An der 
Grenzschicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n*-5i- 
Ge- Schicht • wird em zweidimensionales Elektronengas 
(2DEG) erzeugt Die zusatzliche Kontaktschicht I2ver- 
bessert die Kontaktfthigkert der Source* und Drain- 
Kontakte des n-MODFET. Die zusatzliche hochdotierte 
Si- oder SiGe-Schicht 13 kann einerseits als Kontakt- 
schicht IQr den p-MODFET verwendet werden als such 
als Atzstoppschicht da zur Stmktuhemng des p-MOD- 
FET die Halbleiterschichten 6 bis 12 bereichsweise weg- 
geatzt werden. 

Der Schichtaufbau der kompiementaren MODFET 
kann audi durch weitere, fur herkOmmliche MODFET 
uWiche Modifikationen abgeindert werden. So kann 
z. B. die Pufferschicht 6 weitere Heteroitrukturschich- 
ten oder ein Obergitter sus Si* und SiGe-Schicht en ent- 
haiten. 

Die in Fig. 2 angegebene Schichtenfolge kann such 
derart abgeindert werden, da3 die p -MODFET-Schich- 
ten 2 bis 5 Ober den n-MODFET-Schichten 6 bis tl 
aufgewachseo werden. 

AuOerdem kann such die folgende Halbleiterschich- 
tenfolge (Fig. 3) fur eine CMOD-Anordnung, bei der 
z. B. der p-MODFET Ober dem n-MODFET liegt. ver- 
wendet werden. Der p-MODFET besitzt einen p-Kanal 
bus einer Ge-Schicht 2a. 

FOr den n-MODFET ist auf dem Si-Substrat 1 eine 
Si 1. «Ge r Schicht 6a mit einem Ge- Anteil z > 0*5. und 
einer Schichtdicke von > OS^mils Puffer aufgewach* 
sen, urn die mechanischen Verspannungen auszuglet- 
chen. die durch unterschiedliche Gitterkonstanten des 
Si-Substrats und der Si-Gc-Schichten 7 bis 10 des 
n-MO DFET zustande kommen. Zwischen der n-MOD- 
FET- Schichtenfolge und der darauf abgeschiedenen 
p-MODFET- Schichtenfolge sind eine n+-dotierte Atz- 
stoppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b aufgewachsen. 
Der Spacer 6b besteht z. B. aus einer SiajGccj-Schicht 
mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm (Fig. 3). Die 
Schichten 6a, 6b konnen such beide ats Puffer schichten 
susgebildet werden, wo bei die Schicht 6a sus 
Sio/sGew mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm und 
die Schicht 6b aus SiejsGeojs mit einer Schichtdicke 
von 200 nm besteht 

Zur Herstellung einer geeigneten CMOD-Schaltung 
mit einer kompakten, kurzen IContaktierung wird aus- 
gehend von den oben besc hrieb enen HaJbleiterscbjch- 
tenfotgcn die obere MODFET-Schichtenfolge bis zur 
Atzstoppschicht 13 bereichsweise abgetragcn, etwa 
durch Mesa-Atzen. AnschJieBend wird die Atzstopp- 
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schicht 13 bis zur Schicht 5 entfernu Es entsteht die 
mesaformige here MODFET-Struktur 14 (Fig. 4a). 

Danach wird die untere MODFET-Schicbtenfolge 
mesafOrmig abgeatzt derart. daB zwischen der oberen 
und unteren MODFET-Struktur 14, 15 ein Gate-Zulei- 
tungs-Bercich 16 freigelegt wird. Auflerhalb der MOD- 
FET' Strukturen 14. IS und im Gate-Zuleitungs-Bereich 
16 liegt das Substrat 1 frei (Fig. 4b). Cegebenenfails ist 
es fur eine einfachere Leiterbahnehfuhrung uber die 
Mesaflanken und eine bessere Justierrndglichkett fur die 
Atzmasken voncilKaft, ei ncn Bcreich 17 zwischen der 
oberen und unteren MODFET-Struktur 14. 15 aJs Stufe 
einzubringen. (Fig. 4b). Anschlie&end erfolgt die Struk- 
turierung der Source*. Drain- und Gate- Kontakte. Die 
Source-Kontakte (18. 18a) werden auf der Oberfllche 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 ge- 
trennt an geordnet (Fig. 4c). Ein gemeinsamer, die 
MODFET-Stnikturen 14. 15 Oberlappender Drain- Kon- 
takt 19 wird auf der Oberfllche der MODFCT ange* 
bracht (Hg. 4c). Die elekthschen Zuieitungen 21b. 21c 
zu den Source* und Drain- Kootakten 18. 18a, 19 fOhren 
Ober die Mesaflanken der MODFET-Stmkturen 14. 15 
auf das Substrai 1. Die etek tnsch en Zuieitungen kdnnen 
auch uber ein auf der MODFETOberfliche an den Me- 
saflanken aufgebrachte passivierende Schicht gefOhn 
werden, 

Da nur wenige Kon talc t materialien. z, B. geternpertes 
AJurninium, einige SUizide. geeignet sind, sowohJ auf et- 
ner n- als auch p- lei ten den Schicht aufgebrachl zu wer- 
den, ist es vorteilhaft un ten ch ied lich Icitfihige Zonen 
auf der Oberfllche der MODFET-Stmkturen 14, 15 fur 
die ohmschen Kontakte zu implantieren oder geeignete 
ohmsche Kontakte aus unter schtedlicheo leitflhigen 
Materialien auf den MODFET-Oberflachen aufzubrin- 
gen und anschlieOend eine embettliche MetaJ listening 
z. B. rait Al. durchzufOhren. Dadurch wird die Kontakt- 
fahigkeit der Source- und Drain- Kontakte optimiert 
und es wird ein fur die Kontaktbildung bei gieichzeitiger 
Hersteilung der ohmschen Kontakte notwendiger Tern- 
perschrtu eingesparL 

Nach der Hersteilung der ohmschen Kontakte 18, 
18a, 19. die enrweder beim Legieren oder Aktivieren der 
implantierten n und -Zonen einen Temperschritt 
erfordem. wird der Gate-Kontakt 20 hergestellt 
(Fig. 4c). Es wird eine gemeinsame den o- und p-Bereich 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 Ober- 
lappender und uber den Gate-Bereich 16 fOhrender Ga- 
te- Konukt 20 aufgebracht FOr eine Si/SiGe-CMOD- 
Struktur eignen sich zur Hersteilung eines Gate als 
Schottky-Kontaktz, B. Ti oder MoSii oder CrSt*. 

Alternativ kann auch ein MIS-Gate mil einer dOnnen 
Isolatorschicht von etwa 20 bis 50 run unter dem mctaltt- 
schen Gate-Kontakt hergesteQt werden. Die eJektrische 
Zuleitung 21a rum Gate-Kontakt 20 wird zwischen den 
MODFET-Strukturen 14. 15 im Bereich 16 auf dai Sub- 
strai 1 aufgebracht 

Fur die elekthschen Zuieitungen f Or die Gate-. Sour- 
ce* und Drain- Kontakte wird z> B. Al oder TiAu verwen- 
dec Die elekthschen Zuieitungen sind mOglichst dtck 
gestaitet mit einer Dicke von mind est ens 0,2 ua 

Ein weiteres Ausfuhrungsbeisptcl fur eine C MOD- 
Anordnung ist eine laterale Anordnung der MODFET. 
Zu deren Hersteilung wird eine Halbteiterschichtenfol- 
ge gemaB der DE-OS 37 31 000 verwendet, bei der auf 
einem Si-Substrat 1 eine undooerte SiGe- Pufferschich- 
ten 2 und darauf die Kanaischichten 24, 25, 26 aus i-Si, 
i-SiGe und i-Si aufgebrachl sind (Fig. 5a)L 

In dieser Scfaichtcnfolge werden die Ladungstrlger 
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aus implanuerten Bereichen 27, 2* 29. 30 lateral in den 
n- und p-KanaJ abgegeben. Die implantierten Bereiche 
27, 28 fur z. B. p-Leitung und die implantierten Bereiche 
29, 30 fur z. B. n-Leitung werden gemlB Fig. 5a hinter- 
5 etnander in die Halbleiterschichtenfolge einge bracht. 
Die Tiefe der implantaoonsbereiche 29, 30 muO uber die 
i-SiGe-Schicht 25 hinausreichen in der das 2DHG 31 
erzeugt wird (Fig. : 5a). Die implanutionsberetche 27. 
' 28 musseh bts in die i-Si-Schicht 24 auigebildet werden, 
to da sich in der i-Si-Schicht das 2 DEG biWet Das Implan- 
tattonsproftl der Bereiche 27.26.29.30 mu6 eine gehnge 
Oberfltchenkonzemrationf < 10 17 cm' 1 ) und eine hone 
Konzentraiion ( > 10 lg cm-* von Ladungstragern im Be- 
reich des 2DHG bzw. 2D EG aufweisen. Dadurch ist 
is gewlhrtetstet daO ein guter Schottky- Konukt als Gate- 
Kootakt auf der Oberfllche der CMOD- Anordnung. 
der die Implanutionabcreiche 27, 28 bzw. 29. 30 Ober- 
lappt hergestellt ist AuBerdem wird dadurch eine hohc 
Ladungstragerflachendichte im 2DHG bzw. 2 DEG er- 
» zielL Derartige Implantauonsproiile werden erreicht, 
z. a mit Implantaten wie BFj oder As bei Energien urn 
20 keV. 

Da sich jedoch gering dotierte Bauelementoberfll- 
chen fur ohmsche Kontakte our sehr schlecht eignen. 
25 werden vorzugsweise zusltzlich zu den implantierten 
Bereichen 27, 2*29 30 n+- bzw. p* -dotierte Zonen 32, 
33, 34, 35 in die Halbleiterschichtenfolge eingebracnt 
(Fig. 5b). Auf diese hochdoberten Zonen 32. 33. 34. 35 
werden gemtfl Fig. 5c die Source- und Drain- Kontakte 
30 36, 37, 3S mit geeigneten Metallisiemngsverfahren auf- 
gebracht. Die Source- Kontakte 37, 38 sind getrennt auf 
der CMOD- Anordnung aufgebracht. Als Drain- Kon- 
takt fur den n- MODFET und den p- MODFET ist etn 
gemeinsamer ohmscher Kontakt geeignet Anschlie- 
15 Bend wird ein gemeinsamer Gate-Kontakt 39 zwischen 
den Source-Koniakten 37, 38 und dem Drain-Konukt 
36 hergestellt (Fig. 5c> Der Gate-Kontakt 39 ist so di- 
menskmiert. daB er die n- und p- Bereiche 27. 28. 29. 30 
Qberlappt Dadurch wird cine seitliche Einschnflrung 
40 des 2DHG bzw. 2 DEG durch eine uefe Raumladungs- 
zone unter einer gering dotierten Oberfllche z. & der 
i-Si-Schicht 26 vermieden. Die elektrische Gate-Zulet- 
tung 40 ist zwischen den Source- Kontakten 37, 38 ange- 
ordnet. 

45 Als Kontaktmateriaiien eignen sich fur diese Si/SiGe- 
CMOD- Anordnung Al oder SUizide. 

Die Erfindung ist ntcht auf die in den Ausf uhrungsbet* 
spielen angegebenen Materialien beschrankt FOr eine 
vertikale CMOD- Anordnung gemlB den Fig. 4a— c eig- 
so net sich beispielswetse eine Halbleiterschichtenfolge auf 
einem semusolierenden GaAs-Substrat aus 

- einer undotierten GaAs-Schicht 

- einer p " -dotierten Ga Al A s- Schicht ais Spacer, 
55 - einer p ♦ -dotierten GaAl As-Schicht, 

- einer p ~ -dotierten GaAs-Schicht, 

- einer Puf ferschicht aus GaAlAs oder Ga As, 

- einer undotierten GaAs-Schicht. 

- einer n "dotierten GaAl-Schicht ais Spacer. 
6o - einer n* -dotierten GaAJAa-Schicht, 

- einer n" -dotierten GaAl As-Schicht als Spacer, 
und 

- einer n " -dotierten GaAs-Schicht 

as FOr eine laterale CMOD- Anordnung gemlB den 
Fig. 5a -c eignet sich z. & eine Halbleiterschichtenfolge 
auf ein GaAs-Substrat aus 
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- einer GaAs-r^ifferscmcht 

- ciner undotierten GaAs-Schicht 

- ciner undotierten GaAlAs-Schicht und 

- einer undotierten GaAs-Schicht 

5 

AU Irnplantarionsrnaterial fur die p-Bereiche eignet 
sich z. B. Be und f Or die n-Bereiche Si 

Patentanspruche 

10 

1. Integrierte Haibleiteranordnung, bei der auf ei- 
nem Halbieitersubstrat mindestens zwei komple- 
men tare rnodulationsdotierte Feldeffekttransisto- 
ren (MODFET) angeordnet sind. dadurch gekenn- 
zeichnet, is 

— daB zumindest zwei komplementlre MOD- 
FET vertikal oder lateral hinteresnander auf 
einern Halbieitersubstrat angeordn et sind , 

— daB die komplementaren MODFET einen 
gemeinsamen symmetrisch abgreifbaren Ga- 30 
te-Kontakt besitzen, und 

— daB fur die komplementaren MODFET ein 
gemeinsamer Drain- Kontakt aus gieichem 
IContaktmatehal herctellbar ist 

2. Integrierte Haibleiteranordnung nach Anspruch 2s 

1. dadurch gekennzeichnet 

— dafi die komplementaren MODFET himer- 
einander vertikal angeordnet sind. und 

— daB die Ladungstrager aus einer hochdo- 
uerten Halblciterschichtdes jeweiligen jo 
n- MODFET und p- MODFET vertikal in den 
n-Kanal oder p-Kanal der MODFET transpor- 
tiert werden. 

3. Integrierte Haibleiteranordnung nach Anspruch 

2, dadurch gekennzeichnet daB auf einem Si-Sub- 35 
strat (l) eine Si/SrGe -Halbleiterschichtenfolge fur 
mindesterts zwet komplementlre MODFET aufge- 
wachsen ist so daB cine Halbleiterstruktur entst eht 
bei der der n- MODFET Uber dem p- MODFET an- 
geordnet ist. 40 

4. Integrierte Haibleiteranordnung nach Anspruch 
2. dadurch gekennzeichnet, daB auf einem Si-Sub- 
strat (1) eine Si/SiGc- Halbleiterschicht enfo lge fur 
mindestens zwet komplementlre MODFET aufge- 
wachsen ist,' so daB eine Halbleiterstrukrur em- 45 
stent bei der der p- MODFET uber dem n- MOD- 
FET angeordnet ist. 

5. Integrierte Haibleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net. dafl sich das zwei dimenaionale Loch er gas so 
(2DHG) des p- MODFET an der Grenzschicht zwi- 
schen einer undotierten SiGe-Schicht und einer 
p~ -dorterien Si-Schicht bildet 

6. Integrierte Haibleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- ss 
kennzeichnet, daB sich das zweidimemionale L6- 
chergas (2DHG) an der Grenzschicht zwischen ei- 
ner undotierten Ge-Schkht und einer p~-dotierten 
SiGe-Schicht bildet 

7. Integrierte Haibleiteranordnung nach einem der » 
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net. daB sich das zweidimensionale Elektronengas 
(2DEG) an der Grenzschicht zwischen einer undo- 
tierten Si-Schicht und einer n~-douerten SiGe- 
Schicht bildet 65 

8. Verfahren zur Hers tell ung einer integrierten 
Haibleiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
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— dafi auf ein Halbieitersubstrat (1) eine Halb- 
leiterschichtenfolge fQr komplementare 
MODFET epitaktisch aufgewachscn wird. die 
zwischen der n- und p-MODFET-Struktur ei- 
ne hochdotierte Atzstoppschicht(13) enthalt 

— daB die obere MODFET-Schichtenfolge bis 
zur Atzstoppschkbt (13) teilweise durch Mesa- 
. Atzen entfernt wird und eine obere MODFET- . 
Stmktur (14) hergesieUi wird, 

— daB anscnlieBend die Atzstoppschicht (13) 
entfernt wird und die untere MODFET-Struk- 
tur (15) durch Mesa- Atzen hergestellt wird, 
derart dafi auBerhalb und zwischen der obe- 
ren MODF ET-Struktur (14) und der unteren 
MODFET-Struktur (15) das Substrat freige- 
legt wird und ein Gate-Bereich (16) hergestellt 
wird (Fig. 4bk 

— daB anscnlieBend die Source- und Drain- 
Kontakte (18, 18a, 19) hergestellt werden, der- 
art dafi die Source- Kontakte (18. 18a) auf der 
Ober flache der unteren und oberen MOD- 
FET-Struktur (14, 15) getrennt angeordnet 
werden oder ein gemeinsamer. die MODFET- 
Struktur en (14, 15) oberlappcnder Drain- Kon- 
takt (19) hergestellt wird, 

— dafi ein die obere und untere MODFET- 
Struktur (14, 15) uberlappcnder Gate-Kontakt 
(20) hergestellt wird. 

— dafi die elektrischen Zulettungen (21a, 2tb, 
21c) zu den Source-, Drain- und Gate-Koniak- 
ten auf dem Substrat (1) gefOhrt werden, und 

— daB die Gate-Zuleitungen (21a) zwischen 
den Source- Kontakten (18. 18a) im Gate-Zu- 
leitungs-Bereich (16) gefOhrt wird (Fig. 4c). 

9. Integrierte Haibleiteranordnung nach Anspruch 

I. dadurch gekennzeichnet 

— dafi die komplementaren MODFET hinter- 
einander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind. und 

— dafi die Ladungstrager aus implanticrten 
Bereichen lateral in den n- und p-Kanal der 
MODFET trans port iert werden. 

tO. Verfahren zur Herstellung von Source-, Drain- 
und Gate-Kontakten fQr eine integrierte Haiblei- 
teranordnung nach Anspruch 9. dadurch gekenn- 
zeichnet 

— dafi in die n- und p-implanrierten Source- 
und Drain- Bereiche (27. 28. 29. 10) der komple- 
mentaren MODFET n*- und p*-tmplanuerte 
Zonen (12. 33, 34. 35) f Or die obmschcn Koo- 
uktc eingebracht werden (Fig. 5b). 

— daB mit einem geeigneten Metallisierungs- 
verfahren ein gemeinsamer Drain- Kontakt 
(36) und getrennte Source- Kontakte (37. 38) 
auf der Oberflache der CMOD-Anordnung 
hergestellt werden, 

— daB zwischen Source- und Drain-Kontak* 
ten (36, 37. 38) ein Gate-Kontakt (39) einge- 
bracht wird (Fig. Sol 

— dafi der Gate-Kontakt (39) derart dimensto- 
nien wird, daB das Gate- Me tall mit den im- 
plantierten Source- und Drain- Bereichen 
Uberiappt und 

— dafi die elektrische Gate-Zu!eitung (40) zwi- 
schen den Source- Kontakten angeordnet wird. 

II. Integrierte Haibleiteranordnung nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Gate-Kontakt ah Schottky-Kon- 
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takt tusgebildet isL 

12. Imegherte Halbleheranordnung nach einem 
der Anspriichc 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet. 
daB das Gate ab MIS-Gate auigebildet ist. 

s 
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Abstract (Basic) : DE 4101167 A 

The layout for CMOS FETs features a single gate 
contact and a common drain contact for both transistors. 
The layout is applicable for a variety of semiconductors 
materials and may be configured either vertically or 
laterally. The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe 
buffer layer covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and 
Si (26) layers- P-type (27, 28) and n-type (29,30) regions 
are formed by implantation and extend to the i-Si layer 
(24) and the i-SiGe layer (25) respectively to enable the 
formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. 

The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36), separate n and p-type 
source contacts (27, 28) and a single gate (39,40) contact, 
the latter being arranged to overlap the implanted p and n- 
type regions to assist channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width^and substrate 
area required for CMOS FETs. 



